ВАРИАНТ 8
1. Начертайте в обща координатна система волт-амперните характеристики на маломощен Si и Шотки диоди.

2. Влияние на температурата върху обратните токове на изправителни диоди и биполярни транзистори.

3. Начертайте постояннотоковата еквивалентна схема на транзистора в нормален активен режим.
4. Определете неизвестните величини 
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5. Посочете максимално допустимите параметри на транзисторите. 
6. Дефинирайте и изчислете параметрите rce, и hoe на биполярен транзистор при IC=2mA, ; UCE=5V и VAF=50V.  

7. Посочете основните гранични честоти на биполярния транзистор.
8. Начертайте изходната характеристика на n-MOS транзистор.
9. Дефинирайте параметрите прагово напрежение VT, стръмност gm, входно и изходно съпротивление при МОS транзисторите.

10. Работа на MOS транзистора като електронен ключ.

11. Опишете принципа на функциониране на фототиристора.

12. Начертайте волт-амперната характеристика на фоторезисторен оптрон.

Всеки верен отговор се оценява с 3 точки. Всяка грешка или пропуск намаляват оценката на съответния въпрос минимум с 1 точка. Отговори, които не са по съществото на  зададения въпрос не се оценяват.

Общият брой получени точки (максимум 36т.) се сумира с точките, получени по време  на семестъра (максимум 24т.).  

При преминаването от точки в оценка по шестобалната система се използва след​ната таблица: 


Среден (3): от 18 до 29 точки;  


Добър (4):  от 30 до 39 точки;  
Много добър (5): от 40 до 49 точки;


Отличен (6): над 49 точки или при над 45 точки, от които минимум 34 т. от изпитния тест.

Време за работа - 1ч.
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